'SSE 200 - SSE 201 - SSE 202

Silizium-npn-Epitaxial-Planar-NF-Transistoren
Fiir allgemeine Anwendungen in der Hybnd und Aufsetz-

technik.
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Rehja Sperrschicht-Umgebung auf Keramik 8 X 30 X 0,7 mm® < 0,42 K/mW
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Statische Kennwerte
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